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I. INTRODUCCION

En otra comunicacién de esta Bienal se presentan los resultados de la fabricacién de
detectores de radiacidn de silicio de los tres tipos disponibles: P-sobre-N, N-sobre-P y N-
sobre-N. En este trabajo se presenta el comportamiento de estos detectores tras someterlos a
muy altas dosis de radiacion.

II. PLAN DE IRRADIACIONES

Se dispone de detectores en tres tecnologias diferentes, con diversas opciones
tecnolégicas. En particular todos los detectores se han fabricado sobre substratos de alta
resistividad, zona flotante (FZ) de Topsil standard y oxigenados segtn el conocido proceso

de difusién en atmésfera de O, a alta temperatura durante 70 horas'.
Tabla 1. Muestras disponibles en las diferentes tecnologias

. Dosis implantacion Num. oblea
T /!
ecnologia P-stop Standard Oxigenado

P-sobre-N No lleva 21,22 23,24
1.0 x 10" cm? 5,6 13, 14

N-sobre-P > >

sonre 1.0x 10" cm? 7,8 15, 16
33

N-sobre-N 1.0 x 1014 cmr3 18 20

1.0x 10" cm 19 ---

De cada una de las obleas se dispone de las siguientes muestras: 1 detector de gran
drea (6x6 cm®) de 80 pm de paso entre pistas, 6 detectores baby, dos de cada uno de los
siguientes pasos entre pistas: 80 pm, 120 um y 160 pm y 8 detectores de tipo pad con
anillo de guarda.

Estas muestras se han irradiado en el acelerador de protones PS del CERN con
protones de 24 GeV, hasta las siguientes fluencias: 3x10" p*/cm?, 1x10' p*/em?, 3x10"
ptem?, y 1x10" p*/em’.

Tras las irradiaciones las muestras se han repartido entre los laboratorios del IMB-
CNM, IFIC y Universidad de Liverpool para su caracterizaciéon. Las muestras se han
mantenido refrigeradas a -20°C todo el tiempo para evitar fenémenos de annealing y
permitir su estudio de manera controlada.

El IFIC y la Universidad de Liverpool estdn realizando medidas de eficiencias de
coleccién de carga (CCE = Charge Collection Efficiency) sobre los detectores de tipo baby,
mientras que en el IMB-CNM se ha medido la tensién de vaciamiento completo (Vgp =
Full Depletion Voltage) mediante la técnica de Capacidad-Voltage en inversa y la corriente
de fugas a la tensién Vgg.



III. RESULTADOS

Los resultados preliminares de las medidas muestran un comportamiento excelente de
los detectores. Antes de irradiar la tension de ruptura era algo baja (en torno a 100V), pero
después de la irradiacion este valor supera los 500V.

En este resumen s6lo de muestran resultados preliminares, dado que la caracterizacién
se estd llevando a cabo en el momento actual. Pero de estos resultados se podra contestar
una serie de incégnitas que todavia no estdn claras para la comunidad cientifica como el
efecto de la oxigenacion en substratos tipo P, o qué tecnologia presenta un CCE mayor tras
la irradiacion, N-sobre-P o N-sobre-N.
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Figura 1. Pulso de carga.
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N y substratos standard y oxigenados irradiados hasta una fluencia de 1x10" p*/cm?’.
Todos los resultados anteriores son para muestras sin annealing.
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